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Avyseného gtupné integrace mikrovinnych integro-
vanych obvodi je dosaZeno u mikrovlnného symet-
rizatoru sestavajfciho ze dvou reaktantnich sek-
i druhého radu, z nichz kazda obsahuie dva mik-
ropdskové vinovody, z nichz prvni vinovod (1) fe
ulozen na horn! strané spodnfho vrestveného pod-
kladu (3) opatifenc¢ho metalizac{ (0) spodnf{ stra-
ny, a druhy vinovod (2) je usporddin soubéiné

g prvafm vlnovodem (1) a je od n&j oddélen hor-
nim vestvenym podkladem (4), pdr vstupnich vino-
vodt, vady po fjednpom z kazdé sekce (I, I1) He
vzdijemne propoien svymi pirilehlymi konci (12,
21), zatimco deden ze zbyvajfcich konca (11) je
piripojen ke vstupu (10) a druhy konec (22) je u-
konden odrazovym prvken vysokofrekvendniho sig-
nalu, kdezto padr vystupnich vlinovoda (1, 27
vytvairi svymi dvéma konei, vizdy po jednom z kaz-
dé sekee, pdar svorek vystupnfiho portu pro pfipo-
jeni efeklivné vyvazené zatéze, kdezto oba zby-
vaitel konce (11, 22) vystupnfch vlnovoda (1,

27 dsou ukonceny odrazovym prvkem vysokofrek-
vendniho signdla, pticemz fdze odrazovych prvkd
vystupnich vinovoda (1, 27 jsou si vzdijemné
rovny a jsou opadné hodnoty ne? faze odrazovych
prvkd vstupnfch vlnovoda.
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Vyndlez se tvka mikrovlnného symetrizdtoru pro smé3ovade
a moduldtory s vlnovody priéné elektromagnetickych vln, sestd-

vajiciho ze dvou reaktandnich sekci druhého fddu o elektrickych

délkdch odpovidajicich &tvrtiné vlinové délky vysokofrekvenéniho
signdlu a obsahujiciho nesymetricky vstupni port a symetricky

vystupni port.

Symetrizdtor je elektricky obvod prendSejici signdl J;yso—
kém kmito&tu z nesymetrického vstupu k symetrickému vy¥stupu s mini-
mdlnimi ztrdtami, s poZadavkem co nej3ir3iho p¥enosového pdsma
a vysokoimpedandéni transformace. Symetrizdtor, pouZivany nejen
pro symetrickou zdtéZ, ale i pro symetrizovany pdr nesymetrickvch
vystupl, na nich% maji vysokofrekvendni sizndly stejné amplitudy,
ale opadné fdze, tvori integrélﬁi ddst mikrovlnnych symetrickych
systémi, jako Jsou sméSovale, moduldtory, zeslabovade, spinadw
a jiné nebo se pou¥ivd jako samostatnd Jjednotka doddvajici vysoko-
frekvenéni signdl k symetrickym zdtéZim &i vstupim nebo vystupim
symetrickych systémi. V3echny tyto typy systémd jsou velmi
Casto vyrdbény technikou mikropdskil, coZ umoZnuje jejich integraci
ve formé hybridnich nebo monolitickych integrévan?ch obvodi. To
je disledkem vlastnosti mikropdst spoéivajici v koncentraci pole
elektromagnetické vliny v prostoru pod povrchem pdsku p¥i znaéném
zkrdceni vinové délky v dielektrickém podkladé a v udrZeni rovinnosti
struktury se snadnym piistupem k hornimu povrchu obvodu pro hybridné
pfipojené prvky, zatimco spodni strana tvori zdkladni desku.Odtud

je Zddouci dodrZovat stukturu mikropdskového typu obvodu tTo

nejpresnéji.



Mezi dosud pouZivanymi symetrizdtory je treba si v&imnout
dvou, z nichZz jeden je zndmy jako Marchandav symetrizdtor a

druhy jako Mouwlv symetrizdtor.

7/

a
Marchandiuv symetrizdtor sestdv)¥ ze dvou sekci. KaZd# sekce

je sestavena ze dvou koaxidlnich vedeni, pridemZ jedna je umisté-
na koaxidlné v druhé. Ob& sekce jsou navzdjem spojeny vnéjsimi
vodici vnéjsich vedeni. Vnit#ni vedeni jéou ustavena dvoudtvrio-
vymi sekcemi vnit¥nich koaxidlnich vedeni, pridemZ jejich vniﬁfni
vodide jsou navzajem spojeny ve st¥edu a uvniti¥ symterizdtoru
a jeden z jejich konclije pfipojen ke vstupu vnéj3iho koaxidlniho
m
vedeni, zatico druhy konec zistdvd otevieny vidéi zemi. Vnit#ni
konce vnéjsich vodiél téchto vedeni jsou spojeny se symetrickym
vnéjsim vystupnim vedenim vedoucim k symetrické zAtéZi obvodu,
zatimco jejich vnéj3i konce jsou zkratovdny na zem. Marchandﬁ;
symetrizdtor vytedéné splnuje funkéni poZadavky jak pokud jde
o $ifku pdsma, tak pokud jde o impedanéni transformaci. Jeho
pfenosové pasmo miZe presdhnout dokonce t¥i oktdvy na zdtdZich
zvolenych v rozsahu od 50 ojmil do 200 ohmti. Je to jeden z nej-
star$ich mirkovlinnych obvodd tohoto typu, ktery se stdle pouZivd
a stdle zlep3uje. Je Siroce pouZivdn pro napdjeni Sirokopdsmovych
symetrickych antén. Je nicméné neaplikovatelny v symetrickych
s?sfémech dfive zminénych z divodu struktury koaxidlniho typu
a relativné velkych rozméri, zv14a3té pokud se uvaZuje prutfez.
Jeho aplikace si vynucuje pouZiti vinovodl koaxidlniho typu pro
systémy s nim p¥imo spolupracujici, co% neni vZdy akceptovatelné

a urdité to neni sluditelné s poZadavkem na integraci systému.
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Mouwlv symetrizdtor zlepSeny Hallfordem je pomérné& neddvna
konstrukce. Sestdvd ze tri vodivych symetrickych pdskovych vedeni,
z nichZ jedno, vstupni, je vytvofeno na horni strané dielektrického
podkladu a druhé dvé, vystupni, jsou umistény pod nim a jsou vytvo-
feny na spodni strané nosného podkladu. Vn&j%i konce vystupnich
vedeni jsou zkratovdny se zemi, kterd je vytvofena metalizovanou
rovinou p¥iléhajici ke spodni strané podkladu. Mouw(v symetrizdtor
md vice aplikaci v symstrickych systémech ne® Marshandova konstrukce
symetrizdtoru. Cdsteénd plni poZadavky na rovinnost, #imZ je pond-
kud bliZe strukfufe mikropdskového typu. Adkoliv jeho Sirokopdsmo-
vé a transformaéni vlastnosti nedosahuji vlastnosti Marchalovy
konstrukce, jsou dosti dobré pro potreby konstrukce Sirokopdsmovych
systémi presahujicich jednu oktdvu.

Jeho nevyhodou nicméné je nutnost pouZitivedeni na obou stra-
nach podloZky, v disledku Eeh@é systém nemiZe byt na jedndé strané
pripevnén k zemi. PonévadZ Mouwova konstrukce md%e nabidnout ome-
zeny vybér prifezovych rozméra a v disledku toho ziskini poZado-
vané vykonnosti, mife byt pouZita prouze pro ndkolik zvolenych typa
symetrickych %ystémﬁ.

Mezi dals$imi p¥iklady, které nebyly vyse zminény, je zde
prstencovy hybridni propojovaci &len nazyvany také stoosmdesdti«
stupnovy hybrid, ktery splnuje poZadavky jak na strukturu mikro-
péskévého typu, tak na rovﬁomérnou délbu vysokofrekvendnich signdla
do dvou vystupd v opadnych fdzich, ale jeho kmitodtové pasmo
dosahuje pouze 20 az 30 procent kmitodtu stfedu pdsma a moZnosti

Jeho prizpisobeni v Sirokém rozsahu zatd%ovacich impedanci jsou malé,

-
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Navic md nevyhodu nepohodlného uspordddni vystupnich portd,
které zabranuji jeho pouZiti pro jednu symsetrickou zdtéZz a jeho

aplikace jsou omezeny na symetricky par nesymetrickych vystupt.

Vy$e popsané priklady nevyderpavaji existujici typy reali-
zace konstrukci symetrizdtoru, ale ukazuji jiZ popsany trend
k v¥znadnym rozdiltm mezi pouZivanymi vlnovody a poZzadovanymi
vinovody mikrepdsmového typu, napiriklad ne pouze pri pouziti
koaxidlnich vedeni ale také koplandrnich vedeni nebo zdvésnych
vedeni nebo &térbinovych vedeni nebo Zebrovych vedeni. Realizaci
symetrickych systémd v téchto technikdch je mnoho,-ale vyzaduji
formovani systému bud na o ou strandch podloZky nebo na jeji
jedné strané, pridemZ jsou viZdy charakterizovdny tim, Ze spodni
stranu obvodu neni moZno upevnit na zem, ponévadZ prostor za
dielektrickou podloZkou na jeho obou strandch, omezeny krytem,
je integrdlni &dsti vlinovodu. Takové systémy maji velkou praktickou
diileZitost pro konstrukce kombinované s technikou vlnovodil, ale
nejsou vhodné pro integraci.

Uvedené nevyhody dosavadnich provedeni odstranuje a stu-
pen integrace mikrovlnnych obvodl zvy$uje symetrizdtor podle
vyndlezu, jehoZ podstata spodivd v tom, Ze kaZda sekce obsahuje
dva mikropdskové vlinovody,z nichZ prvni vlinovod je uloZen na
horni strané spodniho vrstvenéhm podkladu opatfendho metalizaci
spodni strany, a druhy vlinovod je uspofrdddn soub&Zné s prvnim
vlinovodem a je od né&j oddélen hornim vrstvenym podkladem, par
vstupnich vlinovodd, vZdy po jednom z kaZdé sekce je vzajemné

provojen svymi p¥ilehlymi konci, zatimco jeden ze zbyvajicich



konci je pripojen ke vstupu a druhy konec je ukonden odrazovym

prvkem vysokofrekvenéniho signalu, kdezto par v?stuﬁnich vlno-
vodit vytvari svymi dvéma konci, vZdy po jednom .z kazdé sekce,

par svorek v¥stupniho portu pro pfipojeni efektivné vyvaZené
z4té%e, kdefto oba zbyvajici konce vystupnich vlnovoda jsou
ukondenyv odrazovym prvkem vysokofrekvendniho signdlu, priclemZ faze
odrazovych prvka vystupnich vlinovoedd jsou si vzajemné rovny a jsou
opa&né hodnoty ne% fidze odrazovych prvkl vystupnich vlnovodi

jsou si vzdjemnd rovmy a jsou opaéné hodnoty neZ faze odrazovych

prvkll vstupnich vlinovodu.

Provedeni symetrizdtoru podle vyndlezu md mnoho vyhod. Svymi
. vlastnostmi pfesné odpovidd obdobnym prvkum s rovinnou struktu-
rou mikropdskového typu. Splnuje poZadavky na 3irokopdsmovou
vykonnost aZ do tri oktav véétné v 3irokém rozsahu transformadni
impedance. Navic md topologicky vyhodné umisténi svorek vystupnich
portlr, diky d&emuZ umoZnuje jednoduché aplikace jak pro soustifedé-
nou symetrickou zétéi,.tak pro symetricky pdr nesymetrickych
v¥stupnich portii. UmoZnuje také komplementdrni provedeni nahraze-
nim konct zkratovan?ch'se zemi zapojenymi naprdzdno a konce zapo-
jené néprézdno konci zkratovanymi se zemi, coZz jest dikeZité pro
kooperaci s ruznymi aplikadnimi systémy. Je geometricky kompaktni
a prostorové Usporné konstrukce, v disledku deho% minimalizuje
hodnoty parazitickych reaktanénich prvka.

Popsand konstrukce symetrizdtoru je zvl4asté vyhodna pro
vyrobu jak pfi pouZiti technologie tenkych vrstev, tak mono-

litické technologie a navic md relativné malé rozméry a zabira



maly prostor, v disledku dehoZ vytvari nové moiﬁosti velmi
dobrého stupné integrace sloZitych symetrickych mikrovlnnych
systémi, zv143té smédovadd a moduldtorii.

Predmét vyndlezu bude ddle podrobné&ji popsdn pomoci prilo-
Zenych vykrest na nichZ na obr. 1 je zndzornén p¥iklad provedeni
symetrizdtoru podle vyndlezu, na obr. 2 je alternativni provedeni

3"”.
s vnéjSimi konci vystupnich vlinovoda zkratov:é%i viéi zemi,
na obr. 3 je zndzornéno dals$i alternativni provedeni s vnéjdimi
konci vystupnich vlinovodd pfipojenymi na zem ptes kondenzitory,
obr. 4 predstavuje provedeni symetrizdtoru s pdrem vystupnich
vlinovodl zkratovanych viéi zemi a s rozpojenymi vystupnimi
vlinovody, obr. 5 ukazuje sméSoval sestdvajici ze dvou symetrizd-
tord spojenych navzdjem pomoci diod, a obr. 6 zndzornuje obdobny
sméSoval jako na obr. 5, ale s konci vstupnich vlinovodd opaénych
vstupu galvanicky zkratovanymi v(iéi zemi a s konci vystupnich
vlnovodua viéi zemi rozpojenymi,

Predmétny syvmetrizdtor sestdvd ze dvou reaktanénich sekci
I a IT druhého fddu o elektrickych délkdch odpovidajicich
¢tvrtiné vlinové délky vysokofrekvendéniho signdlu. Prvni sekce I
a druhd sekce II obsahuje dva mikropdskové vlinovody, horni a
dolni, z nich%Z dolni vlnovod je umistén na horni strané metalizo-
vaného, dolniho vrstveného podkladu 3. Druhy vlnovod, horni,

Jje od dolniho oddélen materidlem horniho vrstvenného podkladu 4.
Par vlinovodd umistdny na horni strand dolniho podkladu, tvo¥ici
par vstupnich vlnovedl 1, 2 je vzdjemné propojen svymi vnit#nimi

v’

konci 12, 21. Vné&jsi konec 11 prvniho vstupniho vlnovodu 1 je

a
pomoci pfenosového vedeni 9 o chrakteristické impedanci Zo
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pripojen ke vstupnimu portu 10.
~——
konec 22 druhého vstupniho vlnovodu 2 je otevieny.

vnéjsi
P4r hornich, vystupnich vlnovodd 1, g' vytvari svymi opadnymi
vnit¥nimi konci l_L gl' symetrické svorky 20 vystupnihe portu.
Konstrukce symetrizdtoru je ralizovdna alternativné v zavislosti

na zvoleném zpusobu ukondeni vndj$ich koncit 11, 22° vystupnich
druhého vstupniho vlnovodu 2.

rd

(4 v o »
1, 2 a vnejsi konce 22
jsou zde obecné v opadéné fazi, jako napriklad zkrato-

vinovod(
Ukonéeni
vani na zem a zapojeni naprdzdno vadi zemi. Jak uvedeno na obr. 1,

vn&j3{ konce 11  22° pdru vystupnich vlinovodd jsou oba pro

stejnosmérny proud a pro vysokofrekvendéni signdl primo zkratovany
na zem, zatimco vnéj$i konec 22 druhého vstupniho vlnovod12,
opaény vudéi vstupnimu portu 10 je rozpojen. V dalsim pripadé

jako na obrdzku 2, vndj3{i konce 11°, 22° pdru vystupnich vlnovodi

w181 zemi pouze pro vysokofrekvendéni signal

jsou zkratovany
dtyrtvlinnych segmentil vedeni rozpojenych na
alsim prikladu, jako na

prostrednictvim
koncich v bodech 111°, 2227, Vv j33t& d
;l: 22’ paru vystupnich vlnovodu

obrazku 3, jsou vnéjsi konce
i v 7 - 2’ 7 0 ’
pro vysokofrekvencni signal prostrenictvim

se zemll

velkycl

zkratovany
dostatedné
22 druhého vstupniko vlinovodu, opadny viuéi vnéjsimu

kapacit 5, 5. Ve vySe zminénych piikladech
Je konec
prvniho vstupniho vlnovodu 1 spojenému se vstupnim

koneci 11
portem 10, pro vysokofrekvenéni signal rozpojen.

Prikladné provedeni symetrizdtoru na obr. 4 je predsta-

vovano obvodem s pdrem vystupnich vlinovodd zkratovanych véi
rd

zemi v bodé 11 a s rozpojenymi wvnéj$imi konci li', 22
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paru vystupnich vlnovodid. Volbou transformace symetrizétaru
lze dosici vykonnosti dipolové antény, kdyZ misto symetrické
zdté%e 7 se uvaZuje otevreny prosﬁor. Ve v3ech prikladech

je symetrizdtor zatiZen zdtéZzi 7 o impedanci RL bud ve formd
soustfeddné symetrické zdtéZe nebo ve formé pdru nésymetrick?ch
z3atéZi o impedanci RL/Z'

Prikladné pouZiti symetrizdtoru pro konstrukci dvojiteé
vyvdZeného sm&Sovale je zndzornéno na obr. 5. Tento smésovacl
sestdvd ze dvou symetrizdtori spojenych navzdjem s pdry symetrickych
svorek 2s vystupl prostiednictvim &tvefice diod 30 takovym zpi-
sobem, %e kaZdy ze symetrizdtorl je pfipojen k odlidné ze dvou
diagondl kruhu diod vytvarejicich é&tvefrici diod 30. Jeden ze
svmetrizdtora slouZi pro privddéni vysokofrekvenéni energie
z nesymetrického vstupu 101 ke &tvefici a druhy pro privddéni
vysokofrekvendni energie heterodynu z nesymetrického vstupu 102.
Vnéj$i konce 22 pdrd druhych vstupnich vlnovodid 2 obou symetri-
zdtort, opaéné ke vstupum, jsou vidi zemi rozpojeny. Vnéjsi konce
117, gg' pdrta vystupnich vinovodi 1, g; obou symetrizdtori jsou
na druhé strand vadi zemi zkratovany pro vysokofrekvendni signal,
zatimco pro jeden z nich jsou konce zkrgtovény galvanicky
a pro dals3i jsou konce zkratovdny prostfednictvim segmentu
prenosovych vedeni rozpojenych na koncich 1117, 222° pro sni-
mdni mezifrekvendniho vytéZku ze dtverice diod 30 k symetrickému
mezifrekvenénimu vystupnimu portu 40, Mezifrekvenéni vystupni
port 40 je pfipojen ke svorkdm 20 vystupu symetrizdtoru signalu
prost¥ednictvim sériovych induktanci 6, 6, & teré spolu s konden-

zdtory 3, 3 nebo &tvrtvinnymi segmenty otevienych vlnovodil
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56, 56. Tyto filtry urdéuji $irokopasmové

vytvareji dolni propusti
sméSovade. Tyto meze Jjsou znadéné slabsi

vliastnosti mezifrekvence
o e v .- 7 v
pro pripad smé$ovale na obraskm 6. Tento sméSoval se 1isSi od pred-

chdzejiciho tim, Ze zkratovdni signdlu symetrizdtoru jsou nahra-

. ’ I3 rd Id
%eny rozpojenim obvodu a rozpojené obvody jsou nahraZeny zkratovanim

vi&i zemi a takto konec 221 pdru vstupnich vlnovodl, opadny viéi
vstupu 101, je galvanicky zkratovan vucéi zemi a konce 111° a 221°
pdru vystupnich vlinovodud jsou viidi zemi rozpojeny. Dolni propust
pouzitd v tomto sm&3ovadi miZe mit 5ir3i mezifrekvenéni pésmé
ne% v predchidzejicim sm&Sovadi. Kromé toho tento smé&Sovacd splnuje
nékdy %24douci podminku, aby pifipadné neZddouci vstupni signél?

v mezifrekvendnim pdsmu byly zkratovdny na signdlnim vstupnim

r v v o
powtu smesovace,
g
Diskutované ptriklady nevylerpavaji vvyhodné moZnosti vytva-

feni dalSich systémi ze sméSovadl s pouZitim symetrizdtoru podle
vynalezu, ale ozfejmuji jejich aplikadni pruZnost=z zpﬁsébenou

jak jejich topologickymi charakteristikami, tak vzdjemné komplementdr-
nimi realizacemi. Cinnost symetrizdtoru sestdvd v doddvdni plné

vysokofrekvenéni energie z nesymetrického vstupniho portu majiciho
k symetrickému vVstupnimu portu maji-

vstupni impedanci 8 rovnou Z0
cimu vystupni impedanci bliZici se RL nebo paru nesymetrickych

vystupnich portd majicich vystupni impedanci bliZici se RL/2
/
se stejnymi amplitudami a opadnymi fdzemi v co moZno $irokém preno-

sovém pdsmu a s co moZno nejlep3imi prizpisobenim vstupnich

a vystupnich porti.
Napfiklad konstrukce symetrizdtoru je provddéna s pouZitim

technologie tenkych vrstev, kterd vyhovuje integrovanym mikrovlnnym
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hybridnim obvodim na aluminovém podkladé 3 AlZO3 o tloustce
od 0,50 do 1,50 mmn. Bielektrickd vrstva horniho podkladu.&,
oddélujici vlinovod symetrizdtoru je vvrobena z dielektrického
materidlu, jehoZ dielektricka konstanta se bliZi dielektrické
konstanté spodniho podkladu 3 a tlousStka se rovnd asi jedné
pétiné tloustky spodniho podkladu 3. floué%ka horniho podkladu 4
zdvisi na poéadovaném kompenzadnim poméru fozptylov?ch vliastnosti
vlnovoda.

V dal$i konstrukci je symetrizdtor vyrdbdén za pouZiti
monolitické technologie vhodné pro monolitické integrované
obvody na podkladu 3 polovodivého galiumarsenidu GaAs o tlousfce
men3i neZ 0,50 mm. Dielektricka vrstva horniho podkladu 4, oddélu-

jici vlinovody, je vyrobena ze silikonnitridu Si Nle o tlousStce

3
rovné asi jedné p&tiné& tloudiky dolniho podkladu 4. Takové pro-

vedeni symetrizdtoru je zvléété vhodné pro mikrovlnnd pdsma
nad 8 gigaherzu.

Rozméry prurezu obecn& odli$né pro kaZdau sekci vlnovoda
a odlilné pro dané segmenty kazdé sekce avzévislé na pozadovanyzh
Sirokopdsmovych vliastnostech pro typicky pfedpoklddané impedance,

h

jako napfiklad 50 ofmi vstup a 100 ohmi zdtd%, ukazuji plnou
proveditelnost konstrukce symetrizdtoru a jeho znadné tolerance
viéi nepresnosti technolosgického zpracovdni,

Zaznamendnihodny je fakt, Ze proveditelnost konstrukce
symetrizdtoru nemd omezeni ve volbé rozméri priufezu sekci, které

se objevily v jinych konstrukcich symetrizdtoru, pridemZ je zde

urdity stupen volnosti ve volbé& jak materidlu] tak tlouSiky



- 11 -

horni podloZky, coZ umoZnuje dosaZeni Z%ddouci kompenzace ode-
kdvaného poméru fdzové rfchlosti pro vliny vybuzené v lichém
a sudém rezimu aZ do jejich plné kompenzace véetné. Odtud ziska-
va konstrukce symetrizdtoru dobrou technoclogickou proveditelnost
v dasledku eleiminace operaci korigujicich pomér rychjosti.
Konstrukce symetrizatoru podle vyndlezu je aplikovatelna
zv143té jako délid energie 180 stupnli ¥ ve spoluprdci s druhym
symetrizdtorem a sekci polovodiv#ch.diod jako dvojité vyvazeny
sméSoval nebo moduldtor. Vyse popsaﬁﬁ aplikace nevyderpaji
vSechny moZnosti vytvdrené symetrizdtorem podle vyndlezu. Maji
velmi vyhodné charakteristiky ve formé Sirokopdsmovych ¥lastnosti,
které mohou pfesdhnout dokonce tii oktdvy. Kromé toho stoji za
pov$imnuti vyhodnd vrstvovd struktura konstrukce symetrizdtoru
s udrZovanim neporu$ené spodni metalizované zemni roviny vhodné
jak pro technologii tenfkych vrstev zaloZenych na aluminiovém

"

podkladu Al stejné jako pro monolitickou technologii pouZi-

203
vajici polovodivy galiumarsenid GaAs a vrstvu silikonnitridu
SiBNh' Monolitické provedeni vytvd¥ri také moZnost vytvireni
selektivni epitaxni nebo iontové implantace na polovodivych

prechodech pfimo z materidlu podkladu pou2itého symetrizdtoru,

napfiklad pro konstrukci smé3ovade monolitickou technologii.

Konstrukce symetrizdtoru podle vyndlezu je vhodnd pro
pouziti ve frekvendnim rozsahu od jednoho do 18 GHz, to je$t
v rozsahu charakteristickém pro Siroké pouZiti mikropdskovych
vedeni. V rozsahu kmitodtu niZ3ich od pdsma S je vdi symetrizi-

torim pouZivajicim feritovd jddra méné vyhodny, zatimco pro
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kmitodty nad 18 GHz je hor3i neZ symetrizdtory pauZivajici
Yebrovd vedeni a $térbinovd vedeni, které ho prekonavaji vzhledem

ke svému snadnéjs3imu kombinovani s vlnovodnou technikou.
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PATENTOUVE NAROKY

1. Mikrovlnny symetrizdtor pro sméS3ovale a moduldtory s vlnovody
ptidnych elektromagnetickych vln, sestdvajici ze dvou

reaktan&nich sekci druhého ¥dadu o elektrickych délkach

odpovidajicich &tvrtiné vlnové délky vysokofrekvenéniho
signdlu, obsahujici nesymetricky vstupni port a symetricky
vystupni port, vyznadujici se tim, ZekaZda sekce (x, II)
obsahuje dva mikropaskové vlnovody z nichZ prvni vlnovod
(1) je uloZen na horni strané spodniho vrstveného podkladu (3)
opatf¥eného metalizaci (0) spodni strany, a druhy vlnovod (2)
je uspotrdddn soub&%n& s prvnim vlinovodem (1) a je od n&j odd&-
len hornim vrstvenym podkladem (4), pdr vstupnich vlnovodi,
vidy po jednom z kaZdé sekce (I, II) je vzdjemné propojen
svymi prilehlymi konci {12, 21), zatimco jeden ze zbyvajicich
konct (11) je pripojen ke vstupu (10) a druhy konec (22) je
ukonden odrazovym prvkem vysokofrekvendéniho signdlu, kdeZto par
vystupnich vlinovedd (1, 2°) vytvd#i svymi dvédma konci, vZdy
po jednom z kaZdé sekce, pdr svorek vystupniho portu pro
pripojeni efektivné vyvaZené zdtéZe, kdeZto oba zbyvajici
konce {11, 22°) vy¥stupnich vlnovodn (1%, 27) jsou ukon&eny
odrazovym prvkem vysokofrekvenéniho signdlu, pridemZz fdze
odrazovych prvki vy¥stupnich vlnovedd (17, 2°) jsou si vzdjemend

rovny a jsou opadéné hodnoty neZ fdze odrazovych prvka vstupnich

vinovoda (1, 2). -z _é ’e ——aw '
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Mikrovlinny symetrizdtor podle bodu 1, vyznalujici se tim,

Ye na svorky v¥stupniho portu jsou pripojeny dva vodivé

prvky umisténé mimo vlnovody.

Mikrovlnny symetrizdtor podle bodu 2, vyznadujici se tim,
%2e vystupni port je opatfen zemnici spojkou pro pripojeni

pdru nesymetrickych zatézi.

Mikrovlnny symetrizdtor podle bodu 2, vyznadujici se tim, Ze
k vodivym prvkim je pripojena sit elektronicky Fizenych

prvkua,

Mikrovlnny symetrizdtor podle bodu 4, vyznadujici se tim,
%2e sit elektronicky Fizenych prvki je tvofena polovodidovymi
pfrechody uloZenymi pifimo ve spodnim vrstveném podiladé (3)

v sousedstvi svorek vystupniho portu.

6.cMikrovlinny symetrizdtor podle bodu 1, vyznadujici se tim,

%e na symetricky vystupni port je prostfednictvim vodivych
elementtl pripojen symetricky vystupni port dalSiho symetrizdtoru
obdobné konstrukce.

Mikrovlnny symetrizator podle bodu 6, vyznadujici se tim, Ze
vodivymi elementy jsou elektronicky Fizené prvky.

Mikrovlnny symetrizdtor podle bodu 1, vyznadujici se tim,

%e odrazové prvky na vn&jdich koncich (11°, 21°) vystupnich

o 4 L4 . ~ v . ~v s » .
vlinovodu (l , 2 ) jsou tvoreny dvema elektronicky Irizenymi

obvody.
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9. Mikrovinny symetrizdtor podle bodu 1, vyznadujici se tim,
Ye odrazové prvky na vnéj$ich koncich (117, 21°) v¥stupnich
vlinovoda (17, 2°) jsou tvofeny dvéma polovodidovymi ptechody
uloZenymi p¥imo ve spodnim vrstveném podkladé (3) v sousedstvi

svorek vystupniho portu.
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Obr. 1
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Obr. 6
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